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実際の MOSFETを設計する前に狭チャネル効果を見積もることは重要であり、その方法として

TCAD によるプロセス・デバイス連携シミュレーションは有効な手段である。そこで、我々は狭

チャネル効果がデバイス特性に及ぼす影響を見積もるため 3 次元 TCAD シミュレータを開発し、

STI構造を有する n型 MOSFET（Lg = 100 nm,Wg = 300/2 nm）に対してプロセス・デバイス連携計

算を行った。プロセス計算ではデバイス構造だけでなく 3 次元不純物分布を見積もることが可能

で、さらにデバイスシミュレータである Advance/DESSERTを用いることでデバイス特性も計算で

きる。図 1(a)に STI構造を有する n型の解析領域（点線部分）を示す。図 1(b)に VD  = 1 V,VG  = 2.5 

Vの時のポテンシャル、図 1(c)及び(d)にWg中心及び STI端から見た場合の電子密度分布を示す。

電子密度分布に注目すると Wg中央面では Si/SiO2界面のみでチャネル形成が見られるが、STI 端

ではゲート電極の落ち込みのため側面でもチャネル形成が確認できる。さらに d = 0, 15, 30 nmと

変化させた時の ID-VG特性を図 2に示す。dを大きくすると VGの増加に伴って IDが増加する。こ

れは図 1 からも理解できるように STI 端側面でもチャネルが形成されることに起因する。この様

に 3 次元でのプロセス・デバイス連携計算により実際の MOSFETで形成されるソース―ドレイン

間での構造に起因するデバイス特性が計算できた。このシミュレータは実際の微細 MOSFETを開

発・設計する上で非常に有効なツールであると言える。 
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 図 2 d = 0, 15, 30 nmの ID-VG特性 

 

図 1 (a) MOSFETの解析領域（点線）(b) ポテンシャル分布  

(c) 電子密度分布（Wg中心）(d) 電子密度分布（STI 端） 
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